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N t:: (57) Abstract: 1be aim of. the invention is to provide an economical and homogeaous thermal tmatment for substrates. To this end, 
=> the inventive device and method for thermally treating substtates, espec:ially semiconductor wafers, comprise at least one beating 
=> device for heating at least one substrat.e by eJectromagnetic .radiation. Said heating device comprises at 1eaSt two arc lamps, the radi-

ation characterislics for each arc lamp being controlled :individually, and the electromagnetic radiation of the are lamps con1ributing 
~ essentially to the power density of the e1ec:tromagoeti radiation of. the hearing device. 

~ [Fortsetzung au/ der nllchsten Seite] 
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(57) ZusammenfassungFDreinekostengOnstigeundhomogeoethenniscbeBebandlungvonSubstntens:iehtdievorliegendeEdin­
dungeine Vmichlungundein Verfahmn zum thermisc:henBebandelnvon Subsllaten, ios'besoJidcn Halbleitetwafem miJ wenigatens 
einer Heizvcmichtung zum &wlrmen wenigstens eiDes Substrats clurch elektromagnetis Sttahhmg, wobei die Heizvorrichtung 
wemgstem zwei BogenJampen umfaBt, bei dem die Abst:rah1cbarakte:ristika fUr jede Bogenlampe illdividuellgesleuert werden. und 
die eJeldromagnetische Strahlung der BogeaJampen wesentlich ZlD' Leislungsdichte deJ' eJek1romaBDetischen Sttahhmg det Heizvot'­
rlcldung beitrllgt. 
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